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Исследования были проведены на эпитаксиальных плёнках кремния толщиной 5 мкм, легированных фосфором концентрацией [image: image2.png]


2·1015 см-3. Образцы обрабатывались ВЧ (13,56 МГц) водородной плазмой при температуре подложки 150 оС. 
Последующий отжиг в водородной плазме проводился при 275 оС на воздухе. Методом комбинационного рассеяния света, с использованием сканирующего зондового микроскопа (SPM) был исследован процесс формирование пузырей из молекул Н2.
После обработки в плазме наблюдались полосы КРС с частотой 2097 и 2132 см-1, обусловленные колебаниями связи Si-H в монокристаллическом и аморфном кремнии соответственно. После дополнительной термообработки при 275 оС (20 мин) в спектре КРС наблюдались полоса 2125 см-1, связанная с колебаниями связи Si-H2 [1], а также появилась полоса молекулярного водорода 4161 см-1. Для установления пространственной локализации водородных пузырьков этой полосы были проведены измерения морфологии поверхности термообработанных образцов. 
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Рис.1. Морфология поверхности гидрогенизированного кремния до термообработки. 
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Рис.2. Гистограмма распределения размеров пузырей. Средний размер 42,8 нм. Найдено 1618 пузырей
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Рис.3. Морфология поверхности гидрогенизированного кремния после термообработки
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Рис.4. Гистограмма распределения размеров пузырей. Средний размер 115 нм. Найдено 427 пузырей

Таким образом, показано, что в гидрогенизированном кремнии происходит образование водородных пузырей после термообработки диаметром [image: image8.png]


 115 нм и высотой [image: image10.png]


4,40 нм, которые обуславливают появление полосы КРС газообразного водорода.
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